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Abstract of DE3829906 

The invention relates to a method for producing semiconductor components by direct bonding (SDB). 
In this case, the plane surfaces of two parts are provided by polishing with a low peak-to-valley 
roughness (height), and a material is subsequently introduced into at least one of the two surfaces and 
the two surfaces are bonded after surface treatment. The invention consists in that at least one of the 
two polished surfaces is provided by implantation of material with a crystal lattice imperfection (defect, 
disorder), and these surfaces are then bonded. Silicon can preferably be implanted for the purpose of 
bonding silicon wafers. This method produces a substantially increased adhesion capability 
(adhesivity) of the bonded surfaces. 
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@ Verfahren zum Herstellen von Halbleiter-Bauelementen 

Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zum Herstel- 
len von Halbleiter-Bauelementen durch direktes Bonden 
(SDB). Dabei werden die ebenen Oberflachen von zwei Tei- 
len durch Politur mit einer geringen Rauhtiefe versehen und 
anschlie&end wird in wenigstens eine der beiden Oberfla- 
chen ein Material eingebracht und nach einer Oberflachen- 
behandlung werden die beiden Oberflachen gebondet. Die 
Erfindung besteht darin, da& wenigstens eine der beiden 
polterten Oberflachen durch Implantation von Material mit 
einer Kristallgitterstdrung versehen und dann diese Oberfla- 
chen gebondet werden. Zum Bonden von Siliziumscheiben 
kann vorzugsweise Siltzium imptantiert werden. Durch die- 
ses Verfahren erhalt man eine wesentlich erhohte Haftfa- 
higkeitdergebondeten Oberflachen. 
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Hem*rvon S»lblei.--B.u=l=mem.n d^^^^^ "«l>'' ^'CSf Lrrcndc, Oberg.ng 

nismaB^g groBer OberfWc^^^^ ^^^.^^^ ^^^^^^ phosphor ^'^ P^^^^^ Widersiand implantieri 

schwierig. beispielsweise erne ^'''^^XrObereang in plantation entstehenden ^/o™"!^" -,^^£0 und 

stimmten Dicke oder emen ^P^^^^Jj" "^^^f '"f /e- sich besonders gunst.g auf ^as Bonden ausw 
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gen des Krisia!Igiiiers bis zu einer Tiefe von etwa 0,1 bis 
0,2um hervorgerufen. Durch diese Implantation von 
Material wird die Oberflache im atomaren Bereich auf- 
gerauhi und die Atome sind somit an der Oberflache 
entsprechend leichi verschiebbar. AnschlieBend erfolgt 5 
nicht eine Temperaturerhohung dieser so vorbereiteten 
Substrate, sondern es wird lediglich eine Reinigung 
durchgefuhrt, beispielsweise mit Aceion und anschlie* 
Bender Wasserspiilung. und dann erfolgt eine Reinigung 
mit FluOsaure und wiederum anschlieBender Wasser- in 
spulung. Damit wird eine gegebenenfalls entstandene 
Oxidschicht entfernt. Durch eine Oberflachenbehand- 
lung mit verdunnter Saure oder Lauge, beispielsweise 
mit 5%iger Schwefeisaure H2SO4 oder einer Cholin-L6- 
sung, erhalt man einen hydrophilen Oberflachenbereich 15 
der zu bondenden Oberflache. Nach dem anschlieBen- 
den Bonden erfolgt eine Temperaturbehandlung bei ei- 
ner Temperatur von vorzugsweise wenigstens 400°. ins- 
' besondere wenigstens 1000** C Bei dieser Nachbehand- 
lung erhalt man eine voJIst^ndige Bindung im gesamten 20 
Bereich der beiden Oberfldchen. 

AuBer Silizium kann auch ein anderes Material, bei- 
spielsweise Argon Ar oder Stickstoff N2 sowie Sauer- 
stoff O2, in das Halbleitermaterial implantiert werden. 

Das Verfahren kann nicht nur beim Verbinden von 25 
Siliziumsubstraten, sondern auch bei anderen Halblei- 
ter-Substraten, beispielsweise bei Gallium-Arsenid 
GaAs, sowie beispielsweise auch beim Verbinden ver- 
schiedener Halbleiter, beispielsweise beim Verbinden 
eines Substrats aus Silizium mit einem Substrat aus Gal- 30 
iium-Arsenid oder auch aus Siliziumkarbid SiQ vorteil- 
haft angewendet werden. 
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1. Verfahren zum Herstellen von Halbleiter-Bau- 
elementen durch Bonden der ebenen Oberflachen 
von zwei Teilen, bei dem die beiden Oberflachen 
durch Politur mit einer geringen Rauhtiefe verse- 
hen werden und anschlieBend in wenigstens eine 40 
der beiden Oberflachen ein Material eingebracht 
wird und nach einer weiteren Oberflachenbehand- 
lung die beiden Oberflachen gebondet werden, da- 
durch gekennzeichnet, daB wenigstens eine der 
beiden polierten Oberflachen durch Implantation 45 
von Material mit einer KristaJlgitterstorung verse- 
hen und die Oberflachen dann gebondet werden. 

2. Verfahren nach Anspruch 1 zum Bonden von 
Siliziumscheiben, dadurch gekennzeichnet, daB Sili- 
zium implantiert wird. 50 

3. Verfahren nach Anspruch 1 zum Bonden von 
Siliziumscheiben. dadurch gekennzeichnet, daB Ar- 
gon Ar Stickstoff N2 oder Sauerstoff O2 implantiert 
wird. 

4. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 3, 55 
dadurch gekennzeichnet, daB die Implantation bei 
einer Energie von hochstens 100 keV durchgefuhrt 
wird. 
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